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Underbilag 2 til besvarelsen af spargsmal 5.

Redegorelse angdende arbejdet med halvledertzellere, forelagt af civilingenior Gjerup
i atomenergikommissionens forreiningsudvalg.

Den mest bemeerkelsesveerdige af de ting,
vi har arbejdet med i den senere tid, er de
sékaldte halvlederdetektorer.

I lobet af det sidste ars tid eller 2 er der
sket en imponerende udvikling inden for
dette omrade.

Halvlederdetektorerne horer til de energi-
folsomme stralingsdetektorer, og de har
derfor seerlig intervesse for alpha-, beta- og
gamma-spektrometri.

De hidtil anvendte energifelsomme detek-
torer er scintillationstellere, ionkamre og
proportionalteellere.

T scintillationskrystaller omseettes den
absorberende straling til lysglimt, som detek-
teres og forsteerkes ved hjeelp af fotomulti-
plikationsrer, men udbyttet er kun ca. 1
fotoelektron pr. keV, der absorberes. I ion-
kammeret og proportionstzlleren absorberes
strélingen i en gasart, og de dannede ioner
opsamles direkte pé elektroder i kammeret.
Her kreeves der kun ca. 30 eV for at danne
et ionpar, og oplesningsevnen er derfor
bedre end for scintillationsteellere, men teet-
heden i det detekterende stof (en gasart) er
meget mindre, og man far derfor kun en
ringe effektivitet, specielt over for gamma-
straling.

Da der ogsé sker ionisation i faste stoffer -

ved stralingsabsorbtion, er det en nerlig-
gende tanke at forsege at lave et faststof-
ioniseringskammer i analogi med et gas-
fyldt ioniseringskammer, hvorved man ville
f4 en meget storre effektivitet. Endvidere er
den absorberede energi pr. dannet ionpar
kun af sterrelsesordenen 3 eV, og man far
derved en tilsvarende sterre oplesnings-
evne. .
Et sddant faststofioniseringskammer lader
sig imidlertid ikke umiddelbart realisere,
idet det faste stof, hvori stralingen absorbe-
res, skal opfylde en rwkke betingelser.

For det forste skal antallet af ladnings-
baerere, der dannes ved ionisation, veere

stort 1 forhold til det antal ladningsbearere,
der normalt er til stede, idet impulsen ellers
vil drukne i stg]j. Dette kreever et materiale
med hgj specifik modstand — helst en
isolator, hvilket let opnés i en gasart, men
kun vanskeligt i egnede faste stoffer.

For det andet mé ladningsbeserernes leve-
tid og beveegelighed veere tilstreekkelig stor
til, at de kan opsamles pa elektroderne, for
de rekombinerer eller fanges i elektron-
feelder. Dette krewover meget rene og perfekte
krystaller. — Man har tidligere omkring
1950 lavet faststofioniseringskamre af smé
diamantkrystaller, men ladningsbeerernes
levetid i diamant er meget lille, og man far
derfor en darlig opsamlingseffektivitet.

De halvledende stoffer germanium og
silicium er bedre egnede med hensyn til
ladningsbeerernes levetid, men. deres led-
ningsevne er alt for hej. Dog er der omkring
1960 fremstillet siliciumtellere, hvor man
har reduceret ledningsevnen ved nedkeling
til flydende lufts temperatur, men oples-
ningsevnen er stadig veek lav. ‘ ,

Nu er det velkendt fra transistorteknik-
ken, at man omkring en p-n-overgang kan
opné et lag af meget; hoj specifik modstand.
En p-n-overgang er et greenselag i en halv-
lederkrystal mellem omréader, hvor den elek-
triske ledningsevne skyldes henholdsvis
positive og negative ladningsbeerere. Pa-
trykkes en sddan p-n-overgang en spending
i speerreretningen, fir man temt de til-
greensende lag for ladningsbeerere, og man
far herved et omrade med hgj specifik mod-
stand, der er velegnet til detektering af
partikelstraling. -

De forste malinger med sidanne detek-
torer blev udfert allerede i 1949, men den
tykkelse, man p denne made kan opnd af
det detekterende lag, er meget ringe, og
detektorerne kan derfor kun bruges til
detektering af tunge partikler, f. eks. alpha-
partikler.



